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Как было показано в [1], можно использовать ядерную энергию синтеза не только за счёт тепловых столкновений ионов плазмы, но также при прохождении потока быстрых частиц через плазму с достаточно высокой электронной температурой. Если быстрые частицы возникают непосредственно в самой плазме, то такая внутренняя инжекция быстрых ионов (ВНИБИ) может приводить к возникновению интенсивных ядерных реакций.
Известно кольцо с током, поддерживаемое в равновесии давлением наружного газа [2], эта система устойчивая, но ионная температура плазмы низкая из-за контакта с внешним газом и синтез за счёт тепловых столкновений ионов невозможен. Однако если поверхностный ток кольца – это тороидальный токовый слой с ультрарелятивистскими электронами [3], то становится возможным процесс ВНИБИ. Такая система может быть получена при индукционном разряде во время быстрого спада сильного магнитного поля, создаваемого первичным током внутри индуктивного накопителя энергии [4], рис. 1.
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 В докладе будет показано, что плазма токового слоя – это высокотемпературная плазма с экстремально высоким отрывом энергии электронной компоненты, при этом толщина слоя – это величина порядка дебаевского радиуса. В установке (рис. 1) с размерами как у токамака Т-10 энергия тепловых ионов в токовом слое достигает  нескольких эВ, а энергия электронов – 15 МэВ (убегающие электроны при индукционном разряде). При этом процесс ВНИБИ возможен за счёт кулоновских столкновений ультрарелятивистских электронов с тепловыми ионами токового слоя, и согласно расчётам энергия быстрых дейтронов может достигать 12 кэВ, а плотность их потока может обеспечить интенсивность синтеза на уровне 500 кВт.
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Рис. 1. Схема устройства для получения высокотемпературной плазмы [5]: 1 – разрядная тороидальная камера с щелью; 2, 3 – патрубки для подачи и отвода газа;   4, 5 – катод и анод газового разрядника, формирующего импульс первичного тока;  6 – накопитель энергии; 7, 8 – шины магнитной системы, соединённые с катодом и анодом; 9 – низкотемпературная плазма;                 10 – тороидальное магнитное поле, захватываемое плазмой (R и a – большой и малый радиусы); 11 – тороидальный токовый слой (высокотемпературная плазма с инверсным магнитным удержанием, стрелки по кругу указывают направление электронного потока); 12 – канал первичного тока.
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